








stellungs- bzw. Riickschreib-
vorgang arbeitet in beiden
Féllen in gleicher Weise, wo-
bei die im Sense-Amp ge-
latchten Daten in die Zelle
zuriickflieRen. Bild 6 illus-
triert den Datenfluss bei ei-
nem FRAM-Zugriff.

In alteren FRAM-Speicher-
chips steuerte allein der /CE-
Pin den Ubergang zwischen
Phasen. Die abfallende Flanke
des /CE-Signals leitete die Le-
sephase ein, wéhrend die an-
steigende Flanke von /CE die
Rickschreibphase startete.
Als ATD hinzukam, wurde es
erforderlich, dass Adressen
auch in der Lage sind, Uber-
gange zwischen Phasen zu in-

gelatchten Adressen als
la[n:0] bezeichnet. Vor Ab-
schluss der Lesephase wird
jede Anderung in externen
Adressen ignoriert. Ist die
Lesephase abgeschlossen —
wie vom datardy-Signal
(Data Ready) angezeigt —
geht das atd-Signal auf
High, sobald der externe
A[n:0]-Bus vom internen
la[n:0]-Bus abweicht. In
Bild 7 hat sich die externe
Adresse vor dem Anstieg
von datardy geandert, so
dass das atd-Signal unmit-
telbar nach datardy auf High
geht.

Sobald das atd-Signal einen
Adressentibergang anzeigt,

auf High geht, wird der Ent-
ladungspfad freigegeben.
Sind A und la jedoch gleich,
ist je ein NMOS-Transistor
auf jeder Seite ausgeschaltet
und das com-Signal bleibt
High, wahrend das atd-Sig-
nal Low bleibt. Wenn A und
la unterschiedlich werden,
sind alle drei NMOS-Transis-
toren auf einer Seite einge-
schaltet und entladen den
com-Knoten, was wiederum
das atd-Signal auf High
latcht. (mc)
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